
공개특허 10-2004-0105035

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

G01R 1/06

(11) 공개번호

(43) 공개일자

10-2004-0105035

2004년12월14일

(21) 출원번호 10-2003-0035870

(22) 출원일자 2003년06월04일

(71) 출원인 주식회사 파이컴

서울 금천구 가산동 60-29번지

(72) 발명자 조병호

경기도성남시분당구미금동(까치마을)신원아파트신원아파트308동1701호

서동원

서울특별시관악구봉천11동180-122

황준태

서울특별시서대문구북아현3동1-377번지

심사청구 : 있음

(54) 전자소자 검사용 전기적 접촉체

요약

본 발명은 전자소자 검사용 전기적 접촉체에 관한 것이다.

본 발명에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체는, 희생기판 상에 빔부 단부와 연결되는 팁이 형성될 영역을 한정하

는 제 1 보호막 패턴을 형성하는 단계와 상기 제 1 보호막 패턴을 마스크로 사용하여 식각공정을 수행함으로써 상기 

희생기판 상에 홀(Hole)을 형성하는 단계와 상기 제 1 보호막 패턴을 제거한 후, 상기 희생기판 상에 제 2 보호막 패

턴을 형성하는 단계와 상기 제 2 보호막 패턴 내부에 도전성 물질을 매립하는 단계와 상기 제 2 보호막 패턴 및 희생

기판을 제거함으로써 빔부 단부에 팁부가 일체로 형성되는 전기적 접촉체에 있어서, 상기 팁부는 상기 빔부 중앙부 

방향으로 돌출된 접촉면을 가진 기둥형상으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

따라서, 패드 산화막을 종래보다 작은 OD(Over Drive)에 의해서도 종래보다 짧은 스크러빙에 의해서도 뚫을 수 있으

므로 스크러빙 길이의 축소에 의해서 최근에 고집적화된 반도체소자의 짧은 피치(Pitch)간격에 대응이 용이한 효과가

있다.

대표도

도 2

색인어

전기적 접촉체, 팁, 패드, 스크러빙

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1a 및 도 1b는 종래의 전자소자 검사용 전기적 접촉체의 문제점을 설명하기 위한 단면도이다.

도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

도 4는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

도 5는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

도 6은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

도 7은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

도 8a 내지 도 8c는 제 1 실시예 내지 제 6 실시예의 전기적 접촉체의 팁을 설명하기 위한 평면도이다.

도 9a 내지 도 9f는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기적 접촉체의 제조방법을 설명하기 위한 공정 단면도들이다.

도 10a 내지 도 10h는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기적 접촉체의 제조방법을 설명하기 위한 공정 단면도들이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

10, 30, 40, 50 : 빔부 12, 32, 42, 52 : 팁부

20 : 반도체 기판 22 : 패드

34, 44, 54 : 접촉면 102 ; 제 1 보호막 패턴

104 : 홀 106 : 씨드층

100, 200 : 희생기판

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전자소자 검사용 전기적 접촉체에 관한 것으로써, 보다 상세하게는 스크러빙(Scrubbing) 발생을 최소화하

며 정확하게 접촉단자와 접촉할 수 있도록 하는 전자소자 검사용 전기적 접촉체에 관한 것이다.

통상, 반도체 칩은 산화공정, 확산공정, 이온주입공정, 식각공정 및 금속공정 등의 일련의 반도체 제조공정을 수행함

으로써 반도체기판 상에 구현되고, 상기 반도체기판 상에 구현된 칩은 EDS(Electrical Die Sorting)를 통해서 정상 

및 비정 상 칩으로 선별되어 정상 칩만이 슬라이싱(Slicing) 패키징(Packaging)된다.

이때, 상기 EDS는 프로브카드(Probe Card) 등의 전기적 접촉체를 칩의 패드(Pad)에 접촉시켜 전기적 신호를 인가함

으로써 인가 전기신호에 대응하는 응답 전기신호를 디텍션(Detection)하여 칩의 정상 및 비정상 유무를 확인하는 공

정이다.

또한, LCD(Liquid Crystal Display) 등의 평판디스플레이(Flat Pannel Display)소자 역시 일련의 평판디스플레이소

자 제조공정의 수행에 의해서 제조된 평판디스플레이소자 소정부에 전기적 접촉체를 접촉시켜 전기신호를 인가함으

로써 인가 전기신호에 대응하는 해당 전기신호를 디텍션하여 LCD 패널의 정상 및 비정상 유무를 확인하고 있다.

이와 같은 종래의 전기적 접촉체는, 본 출원인에게 허여된 한국 특허 제 358513 호에 게시된 바와 같이, 바형의 제 1 
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단, 상기 제 1 단과 연결되어 상기 제 1 단보다 폭이 넓은 바형의 제 2 단 및 상기 제 2 단과 연결되어 상기 제 2 단보

다 폭이 넓고 전기 구성체와 범프에 의해서 연결되는 바형의 제 3 단을 구비하는 다단 형상으로 이루어지는 빔부, 및 

상기 빔부의 제 1 단 단부에 N(자연수)차 식각되고 저면부가 라운딩된 트렌치에 일체로 형성된 팁부를 구비하여 이루

어진다.

이와 같은 전기적 접촉체를 이용한 반도체 웨이퍼의 테스트는, 도 1a에 도시된 바와 같이 일련의 반도체 제조공정의 

수행에 의해서 내부회로에 외부 전기신호를 인가하는 패드(22)가 형성된 반도체기판(20)과 전기적 접촉체가 서로 마

주보도록 위치하고 있으며, 상기 전기적 접촉체는 빔부(10) 및 팁부(12)가 일체로 연결되 어 있다.

이때, 상기 팁부(12)는 단부 측부가 소정의 예각으로 경사커팅된 팔각기둥형상 등으로 이루어진다.

그리고, 도 1b에 도시된 바와 같이 테스트 장비의 반도체기판 이동 구조물(도시되지 않음)에 의해서 상면에 패드(22)

가 형성된 반도체기판(20)이 소정의 물리력(F)에 의해서 전기적 접촉체 방향으로 이동한다.

다음으로, 상기 반도체기판(20)이 소정의 OD(Over Drive)에 의해서 전기적 접촉체 방향으로 더욱 긴밀히 이동하게 

됨으로써 전기적 접촉체의 팁부(12)와 패드(22)가 서로 접촉하게 되며 전기적 접촉체의 팁부(12)는 패드(22)에서 소

정의 스크러빙(Scrubbing)이 발생하게 된다.

이때, 상기 스크러빙에 의해서 패드(22) 상의 얇은 산화막이 손상되면서 전기적 접촉체의 팁(12)과 패드(22)가 정확

하게 접촉하게 되고, 상기 전기적 접촉체의 팁(12)은 패드(22)에 소정의 전기신호를 인가함으로써 반도체기판(20) 상

에 구현된 칩(Chip)의 정상 유무를 테스트하는 EDS(Electrical Die Sorting)공정이 수행된다.

그러나, 상기 전기적 접촉체의 팁부는 EDS 공정 과정에 반복적으로 스크러빙이 발생함으로써 전기적 접촉체의 팁부

가 심하게 마모되며, 특히 상기 접촉체의 팁부의 단부가 소정의 예각으로 경사커팅되어 있으므로 마모에 의해서 후속

웨이퍼의 패드 산화막을 쉽게 뚫지 못하는 문제점이 발생하고 있다.

따라서, 상기 웨이퍼 상에 형성된 패드의 산화막을 뚫기 위하여 보다 높은 OD(Over Drive)를 가해야 되고, 상기 높은

OD(Over Drive)에 의해서 전기적 접촉체의 팁부의 스크러빙은 더욱 길게 형성된다.

또한, 상기 스크러빙 길이의 증가에 의해서 최근에 반도체소자가 고집적화되어 기판 상에 구현되는 극도로 작아지는 

피치(Pitch) 간격에 대응이 어려운 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 최소한의 물리력(F)에 의해서 패드 산화막을 뚫을 있도록 함으로써 스크러빙 발생 길이를 줄여 극

도로 작아지는 반도체소자의 피치간격에 대응이 용이한 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 제공하는 데 있다.

본 발명의 다른 목적은, 볼타입(Bal type)의 패드와 정확하게 접촉할 수 있도록 하는 전자소자 검사용 전기적 접촉체

를 제공하는 데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체는, 희생기판 상에 빔부 단부와 연결되는 

팁이 형성될 영역을 한정하는 제 1 보호막 패턴을 형성하는 단계와 상기 제 1 보호막 패턴을 마스크로 사용하여 식각

공정을 수행함으로써 상기 희생기판 상에 홀(Hole)을 형성하는 단계와 상기 제 1 보호막 패턴을 제거한 후, 상기 희생

기판 상에 제 2 보호막 패턴을 형성하는 단계와 상기 제 2 보호막 패턴 내부에 도전성 물질을 매립하는 단계와 상기 

제 2 보호막 패턴 및 희생기판을 제거함으로써 빔부 단부에 팁부가 일체로 형성되는 전기적 접촉체에 있어서, 상기 팁

부는 상기 빔부 중앙부 방향으로 돌출된 접촉면을 가진 기둥 형상으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

여기서, 상기 팁부는 빔부 방향의 내측 중앙부가 돌출된 접촉면을 가지도록 접촉면 주변부가 함몰됨과 동시에 팁부의

저면과 접촉면이 90°로 절곡된 사각기둥형상으로 이루어질 수 있다.

그리고, 상기 팁부는 빔부 방향의 내측으로 돌출된 접촉면을 가짐과 동시에 팁부의 저면과 접촉면이 90°로 절곡된 

삼각기둥형상으로 이루어질 수 있다.
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또한, 상기 팁부는 측부의 함몰에 의해서 외부로 돌출되어 서로 소정간격 이격된 복수의 접촉면을 가짐과 동시에 팁

부의 저면과 접촉면이 90°로 절곡된 기둥형상으로 이루어질 수 있다.

이때, 상기 팁부와 빔부의 연결부위에 받침부가 더 구비될 수도 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세히 설명한다.

도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이고, 도 3은 제 2 실시

예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

본 발명의 제 1 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체는, 도 2에 도시된 바와 같이 소정의 회로패턴이 구현된

PCB(Printed Citcuit Board) 등의 전기 구성체의 터미널(Terminal)과 범프를 사이에 두고 본딩 등에 의해서 연결되

는 빔부(30)가 구비되고, 상기 빕부(30)의 단부에는 팁부(32)가 형성되어 있다.

이때, 상기 빔부(30)는 바(Bar) 형상으로 이루어지며, 상기 팁부(32)는 도 8a에 도시된 바와 같이 빔부(30) 방향의 내

측 중앙부가 돌출되어 날카로운 접촉면(34)을 가지도록 접촉면(34) 주변부가 함몰됨과 동시에 팁부(32)의 저면과 접

촉면(34)이 90°로 절곡된 사각기둥형상으로 이루어지는 것에 특징이 있다.

그리고, 상기 전기적 접촉체는 도 3에 도시된 바와 같이 응력이 집중되어 빔부(30)와 팁부(32)가 연결되는 부위가 부

러지는 것을 방지하기 위하여 팁부(32)와 빔부(30)가 연결되는 부위에 받침부(36)를 더 구비할 수도 있다.

따라서, 일련의 반도체소자 제조공정의 수행에 의해서 칩이 구현된 반도체기판이 소정의 OD(Over Drive)에 의해서 

전기적 접촉체 방향으로 더욱 긴밀히 이동하게 됨으로써 전기적 접촉체의 팁부(32)와 패드가 서로 접촉하게 된다.

여기서, 본 발명에 따른 전기적 접촉체의 팁부(32)는 패드에서 소정의 스크러빙(Scrubbing)이 발생하며 패드 산화막

을 뚫고 패드와 정확하게 접촉하게 된다.

이때, 본 발명에 따른 전기적 접촉체의 팁(32)은 빔부 방향의 내측 중앙부가 돌출되며 단부가 90°로 절곡된 접촉면(

34)을 구비함으로써 최소한의 OD에 의해서도 팁(32)은 패드 산화막을 쉽게 뚫을 수 있으므로 스크러빙 발생 길이를 

최소화할 수 있다.

즉, 상기 전기적 접촉체의 팁(32)은 날카로운 접촉면(34)을 구비하고, 특히 접촉면은 팁부의 단부가 90°로 절곡됨으

로써 최소한의 OD에 의해서도 팁(32)은 패드 산화막을 쉽게 뚫을 수 있으므로 스크러빙 발생 길이를 최소화할 수 있

다.

도 4는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이고, 도 5는 제 4 실시

예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉 체를 설명하기 위한 사시도이다.

본 발명의 제 3 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체는, 도 4에 도시된 바와 같이 소정의 회로패턴이 구현된

PCB(Printed Citcuit Board) 등의 전기 구성체의 터미널(Terminal)과 범프를 사이에 두고 본딩 등에 의해서 연결되

는 빔부(30)가 구비되고, 상기 빕부(40)의 단부에는 팁부(42)가 형성되어 있다.

이때, 상기 빔부(40)는 바(Bar) 형상으로 이루어지며, 상기 팁부(42)는 도 8b에 도시된 바와 같이 빔부(40) 방향의 내

측으로 돌출된 접촉면(44)을 가짐과 동시에 팁부(42)의 저면과 접촉면(44)이 90°로 절곡된 삼각기둥형상으로 이루

어지는 것에 특징이 있다.

그리고, 상기 전기적 접촉체는 도 4에 도시된 바와 같이 응력이 집중되어 빔부(40)와 팁부(42)가 연결되는 부위가 부

러지는 것을 방지하기 위하여 팁부(42)와 빔부(40)가 연결되는 부위에 받침부(46)를 더 구비할 수도 있다.

따라서, 일련의 반도체소자 제조공정의 수행에 의해서 칩이 구현된 반도체기판이 소정의 OD(Over Drive)에 의해서 

전기적 접촉체 방향으로 더욱 긴밀히 이동하게 됨으로써 전기적 접촉체의 팁부(40)와 패드가 서로 접촉하게 된다.

여기서, 본 발명에 따른 전기적 접촉체의 팁부(40)는 패드에서 소정의 스크러빙(Scrubbing)이 발생하며 패드 산화막

을 뚫고 패드와 정확하게 접촉하게 된다.

이때, 본 발명에 따른 전기적 접촉체의 팁(40)은 빔부 방향의 내측 중앙부가 돌출되며 단부가 90°로 절곡된 접촉면(

44)을 구비함으로써 최소한의 OD에 의해서도 팁(42)은 패드 산화막을 쉽게 뚫을 수 있으므로 스크러빙 발생 길이를 

최소화할 수 있다.
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도 6은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이고, 도 7은 본 발명의

제 6 실시예에 따른 전자소자 검사용 전기적 접촉체를 설명하기 위한 사시도이다.

본 발명의 제 5 실시예에 따른 전기적 접촉체는, 도 6에 도시된 바와 같이 소정의 회로패턴이 구현된 PCB(Printed Ci

tcuit Board) 등의 전기 구성체의 터미널(Terminal)과 범프를 사이에 두고 본딩 등에 의해서 연결되는 빔부(50)가 구

비되고, 상기 빕부(50)의 단부에는 팁부(52)가 형성되어 있다.

이때, 상기 빔부(50)는 바(Bar) 형상으로 이루어지며, 상기 팁부(52)는 도 8c에 도시된 바와 같이 측부의 함몰에 의해

서 외부로 돌출되어 서로 소정간격 이격된 4개의 접촉면(54)을 가짐과 동시에 팁부(52)의 저면과 접촉면(54)이 90°

로 절곡된 기둥형상으로 이루어지며, 상기 4개의 접촉면(52) 중의 어느 하나는 빔부(50) 방향을 향하도록 되어 있는 

것에 특징이 있다.

그리고, 상기 전기적 접촉체는 도 7에 도시된 바와 같이 응력이 집중되어 빔부(50)와 팁부(52)가 연결되는 부위가 부

러지는 것을 방지하기 위하여 팁부(52)와 빔부(50)가 연결되는 부위에 받침부(56)를 더 구비할 수도 있다.

따라서, 일련의 반도체소자 제조공정의 수행에 의해서 칩이 구현된 반도체기판이 소정의 OD(Over Drive)에 의해서 

전기적 접촉체 방향으로 더욱 긴밀히 이동하게 됨으로써 전기적 접촉체의 팁부(50)와 패드가 서로 접촉하게 된다.

여기서, 본 발명에 따른 전기적 접촉체의 팁부(50)는 패드에서 소정의 스크 러빙(Scrubbing)이 발생하며 패드 산화막

을 뚫고 패드와 정확하게 접촉하게 된다.

이때, 본 발명에 따른 전기적 접촉체의 팁(50)은 빔부 방향의 내측 중앙부가 돌출되며 단부가 90°로 절곡된 접촉면(

54)을 구비함으로써 최소한의 OD에 의해서도 팁(52)은 패드 산화막을 쉽게 뚫을 수 있으므로 스크러빙 발생 길이를 

최소화할 수 있다.

특히, 본 발명에 따른 전기적 접촉체의 팁(50)은 4개의 접촉면(54)을 가짐으로써 볼타입(Ball typ0e)의 패드와 접촉

시에는 볼타입의 패드 상부에서 미끄러지며 4개의 접촉면(54) 중의 어느 하나가 패드 산화막을 뚫고 패드와 용이하게

접촉할 수 있도록 한다.

또한, 상기 팁(50)은 도 8d에 도시된 바와 같이 측부의 함몰에 의해서 외부로 돌출되어 서로 소정간격 이격된 6개의 

접촉면(54)을 가짐과 동시에 팁부(50)의 저면과 접촉면(54)이 90°로 절곡된 기둥형상으로 이루어지며, 상기 6개의 

접촉면(54) 중의 어느 하나는 빔부(50) 방향을 향하도록 할 수도 있다.

그리고, 상기 팁(50)은 도 8e에 도시된 바와 같이 측부의 함몰에 의해서 외부로 돌출되어 서로 소정간격 이격된 8개

의 접촉면(54)을 가짐과 동시에 팁부(50)의 저면과 접촉면(54)이 90°로 절곡된 기둥형상으로 이루어지며, 상기 8개

의 접촉면(54) 중의 어느 하나는 빔부(50) 방향을 향하도록 할 수도 있다.

도 9a 내지 도 9f는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기적 접촉체의 제조방법을 설명하기 위한 공정 단면도들이다.

본 발명에 따른 전기적 접촉체의 제조방법은, 도 9a에 도시된 바와 같이 (1 0 0) 등과 같이 일정 방향성을 가진 실리

콘(Silicon) 재질의 희생기판(100) 전면에 포토레지스트, 산화막 등으로 이루어지는 제 1 보호막 패턴(102)을 형성한

다.

이때, 상기 제 1 보호막 패턴(102)은 도 8a 내지 도 8e에 도시된 바와 같이 후속공정에 의해서 형성될 팁부의 형상을 

한정하는 형상으로 이루어지고, 상기 제 1 보호막 패턴(102)은 공지의 포토리소그래피(Photolithography)공정에 의

해서 형성할 수 있다.

다음으로, 도 9b에 도시된 바와 같이 희생기판(100) 상에 형성된 제 1 보호막 패턴(102)을 마스크로 사용한 건식식각

공정에 의해서 팁부가 형성될 영역 즉, 홀(Hole : 104)을 형성한다.

이때, 상기 건식식각공정은 SF 6 , C 4 F 8 및 O 2 가스를 사용한 이방성 건식식각공정으로 이루어질 수 있으며, 상

기 건식식각공정은 소위, 보쉬 프로세스(Bosh process)로 불리우는 공지의 RIE(Reactive Ion Etching)에 의해서 이

루어진다.

이어서, 도 9c에 도시된 바와 같이 제 1 보호막 패턴(102)을 습식식각 또는 건식식각 등의 방법으로 제거한 후, 홀(10

4)이 형성된 희생기판 상에 도금공정을 수행하기 위한 씨드층(Seed layer : 106)을 형성한다.
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이때, 상기 씨드층(106)은 도금공정에서 씨드(Seed)로 기능하며, 공지의 스퍼터링(Sputtering)공정에 의해서 형성할

수 있다.

다음으로, 도 9d에 도시된 바와 같이 상기 씨드층(106)이 형성된 희생기판(100) 상에 빔부의 형상을 한정하는 포토

레지스트, 산화막 등으로 이루어 지는 제 2 보호막 패턴(108)을 형성한다.

이때, 상기 제 2 보호막 패턴(108)은 공지의 포토리소그래피공정에 의해서 형성할 수 있다.

이어서, 도 9e에 도시된 바와 같이 제 2 보호막 패턴(108) 내부에 니켈(Ni) 합금 등의 도전성 물질(110)을 도금에 의

해서 매립한 후, 상기 희생기판(100) 상면을 CMP(Chemical Vapor Deposition), 에치백(Etch-back) 및 그라인딩(G

rinding) 등의 방법으로 평탄화한다.

이때, 상기 도전성 물질(110)은 CVD(Chemical Vapor Deposition), PVD(Physical Vapor Deposition) 등의 방법으

로 도전성 물질을 증착 형성할 수도 있을 것이며, 상기 CVD 및 PVD 공정을 사용할 경우에는 선행된 씨드층(106) 형

성공정은 생략함이 바람직하다.

마지막으로, 도 9f에 도시된 바와 같이 홀(104) 내부에 도전성 물질(110)이 매립된 희생기판(100) 상의 제 2 보호막 

패턴(108) 및 희생기판(100)을 케미컬(Chemical0을 이용한 습식식각에 의해서 제거함으로써 빔부 및 팁부를 구비한

전기적 접촉체(112)를 형성한다.

도 10a 내지 도 10h는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기적 접촉체의 제조방법을 설명하기 위한 공정 단면도들이다.

본 발명의 다른 실시예에 따른 전기적 접촉체의 제조방법은, 도 10a에 도시된 바와 같이 (1 0 0) 등과 같이 일정 방향

성을 가진 실리콘(Silicon) 재질의 희생기판(200) 전면에 포토레지스트, 산화막 등으로 이루어지는 제 1 보호막 패턴(

202) 을 형성한다.

이때, 상기 제 1 보호막 패턴(202)은 도 8a 내지 도 8e에 도시된 바와 같이 후속공정에 의해서 형성될 팁부의 형상을 

한정하는 형상으로 이루어지고, 상기 제 1 보호막 패턴(202)은 공지의 포토리소그래피(Photolithography)공정에 의

해서 형성할 수 있다.

다음으로 도 10b에 도시된 바와 같이 희생기판(10) 상에 형성된 제 1 보호막 패턴(202)을 마스크로 사용한 건식식각

공정에 의해서 팁부가 형성될 영역 즉, 홀(Hole : 204)을 형성한다.

이때, 상기 건식식각공정은 SF 6 , C 4 F 8 및 O 2 가스를 사용한 이방성 건식식각공정으로 이루어질 수 있으며, 상

기 건식식각공정은 소위, 보쉬 프로세스(Bosh process)로 불리우는 공지의 RIE(Reactive Ion Etching)에 의해서 이

루어진다.

이어서, 도 10c에 도시된 바와 같이 제 1 보호막 패턴(202)을 습식식각 또는 건식식각 등의 방법으로 제거한 후, 상기

제 1 보호막 패턴(202) 형성방법과 동일한 방법에 의해서 팁부의 받침부를 형성하기 위한 제 2 보호막 패턴(206)을 

형성한다.

다음으로, 도 10d에 도시된 바와 같이 희생기판(200) 상에 형성된 제 2 보호막 패턴(206)을 마스크로 사용한 건식식

각공정에 의해서 홀(204)의 상단부을 넓게 형성하고 홀(204)의 깊이를 조절하는 건식식각공정을 수행한다.

이때, 상기 건식식각공정은 역시 전술한 소위, 보쉬 프로세스(Bosh process) 로 불리우는 공지의 RIE(Reactive Ion 

Etching)에 의해서 이루어진다.

계속해서, 도 10e에 도시된 바와 같이 제 2 보호막 패턴(206)을 제거한 후, 홀(204)이 형성된 희생기판(200) 상에 도

금공정을 수행하기 위한 씨드층(Seed layer : 208)을 형성한다.

이때, 상기 제 2 보호막 패턴(206)은 제 1 보호막 패턴(202)과 동일한 방법에 의해서 제거하며, 상기 씨드층(208)은 

도금공정에서 씨드로 기능하며, 공지의 스퍼터링(Sputtering)공정에 의해서 형성할 수 있다.

다음으로, 도 10f에 도시된 바와 같이 상기 씨드층(208)이 형성된 희생기판(200) 상에 빔부의 형상을 한정하는 포토

레지스트, 산화막 등으로 이루어지는 제 3 보호막 패턴(210)을 형성한다.

이때, 상기 제 3 보호막 패턴(210)은 공지의 포토리소그래피공정에 의해서 형성할 수 있다.
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이어서, 도 10g에 도시된 바와 같이 홀(204)을 포함하는 제 3 보호막 패턴(210) 내부에 도금에 의해서 니켈(Ni) 합금

등의 도전성 물질(212)을 매립한 후, 상기 희생기판(200) 상면을 CMP(Chemical Vapor Deposition), 에치백(Etch-

back) 및 그라인딩(Grinding) 등의 방법으로 평탄화한다.

이때, 상기 도전성 물질(212)은 희생기판(200) 상에 CVD(Chemical Vapor Deposition), PVD(Physical Vapor Dep

osition) 등의 방법으로 도전성 물질을 증착 형성할 수도 있을 것이며, 상기 CVD 및 PVD 공정을 사용할 경우에는 선

행된 씨드층 형성공정을 생략함이 바람직하다.

마지막으로, 도 10h에 도시된 바와 같이 도전성 물질(212)이 매립된 희생기판(200) 상의 제 3 보호막 패턴(210) 및 

희생기판(200)을 케미컬을 이용한 습식식각에 의해서 제거함으로써 빔부 및 팁부를 구비하는 전기적 접촉체(214)를 

형성한다.

발명의 효과

본 발명에 의하면, 빔부 중앙부 방향으로 돌출되어 90°로 절곡된 접촉면을 가진 기둥형상의 팁의 접촉면이 패드와 

접촉하게 된다.

따라서, 패드 산화막을 종래보다 작은 OD(Over Drive)에 의해서도 종래보다 짧은 스크러빙에 의해서도 뚫을 수 있으

므로 스크러빙 길이의 축소에 의해서 최근에 고집적화된 반도체소자의 짧은 피치(Pitch)간격에 대응이 용이한 효과가

있다.

그리고, 측부의 함몰에 의해서 외부로 돌출되어 서로 소정간격 이격된 복수의 접촉면을 가짐과 동시에 팁부의 저면과

접촉면이 90°로 절곡된 기둥형상으로 이루어는 팁은 볼타입(Ball typ0e)의 패드와 용이하게 접촉할 수 있도록 하는 

효과가 있다.

이상에서 본 발명은 기재된 구체예에 대해서만 상세히 설명되었지만 본 발명의 기술 사상 범위 내에서 다양한 변형 

및 수정이 가능함은 당업자에게 있어서 명백한 것이며, 이러한 변형 및 수정이 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한

것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
희생기판 상에 빔부 단부와 연결되는 팁이 형성될 영역을 한정하는 제 1 보호막 패턴을 형성하는 단계와 상기 제 1 보

호막 패턴을 마스크로 사용하여 식각공정을 수행함으로써 상기 희생기판 상에 홀(Hole)을 형성하는 단계와 상기 제 1

보호막 패턴을 제거한 후, 상기 희생기판 상에 제 2 보호막 패턴을 형성하는 단계와 상기 제 2 보호막 패턴 내부에 도

전성 물질을 매립하는 단계와 상기 제 2 보호막 패턴 및 희생기판을 제거함으로써 빔부 단부에 팁부가 일체로 형성되

는 전기적 접촉체에 있어서,

상기 팁부는 상기 빔부 중앙부 방향으로 돌출된 접촉면을 가진 기둥형상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 전자소

자 검사용 전기적 접촉체.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 팁부는 빔부 방향의 내측 중앙부가 돌출된 접촉면을 가지도록 접촉면 주변부가 함몰됨과 동

시에 팁부의 저면과 접촉면이 90°로 절곡된 사각기둥형상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 전자소자 검사용 전

기적 접촉체.

청구항 3.
제 1 항에 있어서, 상기 팁부는 빔부 방향의 내측으로 돌출된 접촉면을 가짐과 동시에 팁부의 저면과 접촉면이 90°

로 절곡된 삼각기둥형상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 전자소자 검사용 전기적 접촉체.

청구항 4.
제 1 항에 있어서, 상기 팁부는 측부의 함몰에 의해서 외부로 돌출되어 서로 소정간격 이격된 복수의 접촉면을 가짐과

동시에 팁부의 저면과 접촉면이 90°로 절곡된 기둥형상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 전자소자 검사용 전기

적 접촉체.

청구항 5.
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제 2 항 내지 제 4 항에 있어서, 상기 팁부와 빔부의 연결부위에 받침부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 전자소자 

검사용 전기적 접촉체.
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